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【はじめに】 

 我々はⅢ族窒化物半導体である窒化ガリウム(GaN)に、希土類元素 Gdをドープした希薄磁性半

導体 GaGdNについて研究してきた。これまでに GaGdN が室温で強磁性を示し、また Siドーピン

グにより飽和磁化が増大することからキャリア誘起強磁性の可能性を指摘してきた[1,2]。さらに

GaGdN 単層薄膜内に自然超格子が形成され、その構造が磁化に反強磁性的に作用している可能性

について調べてきた[3,4]。今回、磁性半導体 GaGdN と非磁性半導体 AlGaN を用いて多重量子井

戸構造(MQWs)を形成し、その量子井戸構造を変化させ、磁気特性がどの様に変化するか調べた。

また、その電気特性についても調査を行った。 

【実験】 

 RFプラズマ支援分子線エピタキシー法によって AlGaN/GaGdN 多重量子井戸(MQWs)構造を成

長させた。基板には Al2O3(0001)上にMOCVD法によって結晶成長させた GaN テンプレート(厚さ 

3 μm)を用いた。窒素流量 1.5 sccm、RF出力 260 W、フラックスをそれぞれ Ga: 1.5×10
-7

 Torr、Al: 6.0

×10
-9

 Torr、Gd: 4.5×10
-9

 Torrに固定した。GaGdN層の膜厚を 1 nmで固定し、AlGaN層は 1 nm~10 

nm で変化させて MQWs 構造を作製した。構造評価には X 線回折(XRD)を、磁気特性評価には超

伝導量子干渉装置(SQUID)を用いた。 

【結果】 

 図１に、GaGdN 層幅 1 nmに固定して

AlGaN バリア層厚を 1~10 nm と変化さ

せて成長した AlGaN/GaGdN MQWs サ

ンプルの XRD 測定結果を示す。サテラ

イトピークから各層の膜厚を計算した

結果、図の下からそれぞれ 11 nm、4 nm、

3 nm、2 nmであり、設計通りの膜厚で

成長できているのが分かる。これらのサ

ンプルの磁気特性について光学特性、電

気特性の結果も交えて議論する。 
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図 1. 量子バリア層幅を変えて作成した AlGaN/GaGdN MQWs

構造のω/2θスキャンプロファイル 
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